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(54)  Digitaler Speicher mit Operationsverstirker

(57) Die Erfindung betrifft einen digitalen Speicher mit Operationsverstarker, der in elektronischen Baugfuppén
eingesetzt werden kann. Das Ziel der Erfindung besteht darin, einen digitalen Speicher mit geringem Aufwand zu

~ . bilden, der iiber einen groRen Betriebsspannungsbereich funktionstiichtig ist, einen hohen Eingangswiderstand hat

und eine hohe Belastbarkeit besitzt. Die Aufgabe wird dadurch geldst, daR eine Scﬁmitt-Trigger-SchaItung mit
Operationsverstérker so dimensioniert wird, daR diese Speicherverhalten besitzt. Das wird erreicht, indem die
bestimmenden Widerstande so festgelegt werden, da® die obere Schwelle zwischen dem Low- und dem High-Wert -
und die untere Schwelle unter dem Low-Wert liegt. Der Eingang des Schmitt-Triggers ist damit der Setzeingang des
Speichers. Durch Veréndern der Referenzspannung vom Low- auf den High-Pegel wird die untere Schwelle iiber den .
Low-Wert geschoben und der Speicher zurlickgesetzt. Der Referenzspannungseingang ist damit der )
Riicksetzeingang. Die Anwendung der Erfindung ist in solchen Schaltungsanordnungen giinstig, die vorwiegend aus -
Operationsverstarkern und nicht aus digitalen Schaltkreisen bestehen.
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Dlgltaler Speicher mit Operatlonsverstarker dadurch gekennzeichnet, daB die bestimmenden Widerstinde und zwar ein

«Eingangswiderstand (R2) sowie ein Riickkopplungswiderstand (R3) einer Schmltt-Tngger-SchaItung mit einem
Operationsverstarker (V) so dimensioniert sind, daf? die obere Schwelle des Schmiti-Triggers zwischen dem maximalen Low-
Pegel und dem minimalen High-Pegel und die untere Schwelle unter dem minimalen Low-Pegel liegen und die Schaltung damit
Speicherverhalten besitzt, wobei ein Riicksetzen dadurch erfolgt, daR die Referenzspannung von ihrem Low-Wert auf den
High-Wert wechselt und damit die untere Schwelle iber den maximalen Low-Wert schiebt.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfinduh‘g

Die Erflndung betrifft einen dlgitalen Speicher mit Operationsverstirker, der in elektronischen Baugruppen eingesetzt werden
kann. Die Anwendung der Erfindung istin solchen Schaltungsanordnungen glinstig, die vorwiegend aus Operationsverstérkern .
und nicht aus digitalen Schaitkreisen bestehen, bei denen jedoch ein oder mehrere Signale digital abgespeichert werden
missen. Das ist beispielsweise bei elektronischen Mefgeréaten der Fall, bei denen das Uberschreiten einer bestimmten Schwelle
registriert werden soll, wie auch in MSR-Anlagen, um das Abweichen von einem SoII-Wert abzuspeichern.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen ’ ) Coe

'Beim Einsatz von digitalen Schaltkreisen fiir Speicher in ansonsten analogen Schaltungen treten nachfolgende Probleme auf.
Erfolgt die Verwendung von TTL-Schaltkreisen, ist die daflr notwendige Versorgungsspannung von 5V nichtimmer vorhanden
und der hohe Eingangsstrombedarf dieser Schaltkreise kann nicht immer von der vorhergehenden Stufe der Schaltung
aufgebracht werden. Eingesetzte C-Mos-Schaltkreise haben zwar einen hohen Eingangswiderstand und einen grofien
Betriebsspannungsbereich, sind aber nur gering belastbar, so daR in fast allen Féllen ein Treiber nachgeschaitet werden muB.
Der Aufbau von Speichern die Transistoren ist sehr aufwendig und ergibt relativ stdranféllige Speicher.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht darin, einen digitalen Speicher mit geringem Aufwand zu bilden, der iber einen grofRen
Betriebsspannungsberreich funktionstiichtig ist, einen hohen Eingangswiderstand hat und eine hohe Belastbarkeit besitzt.
Durch Verwendung von modernen Mehrfachoperationsverstarkern ist auch eine Funktionsintegration, z.B. Verstarker,
Schwellwertschalter und Speicher in einem Schaltkreis moglich, was einen minimalen Bauelemente- und Platzbedarf bedeutet.
Die Anwendung der Erfindung erméglicht somit eine Vereinfachung und Kosteneinsparung in elektronischen Baugruppen und
- Geraten, die mit Operatmnsverstarkér aufgebaut sind.

~

Darlegung des Wesens der Erfindung

" Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen digitalen Speicher zu entwickeln, der aus den gleichen Bauelementen besteht,
wie die analoge Schaltung. Moderne analoge Schaltungsanordnungen sind Gberwiegend mit Operationsverstarker aufgebaut.
Diese Operationsverstarker haben den Vorteil daf? sie (iber einen weiten Betriebsspannungsbereich funktionstlichtig sind, einen
geringen Eingangsstrom haben und relativ hohe Ausgangsstrome erméglichen. Ein Speicher mit einem Operatlonsverstarker
beseitigt die Nachteile digitaler Schaltkreise in analogen Schaltungen. : -
ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch gelést, dafl3 eine Schmitt- Tngger—SchaItung mit Operatlonsverstarker SO

" dimensioniert ist, daf diese Speicherverhalten besitzt.

Daswird erreicht, indem die bestimmenden Widersténde die obere Schwelle des Schmitt-Triggers zwnschen dem maximalen
Low-Wert und dem minimalen High-Wert festlegen und die untere Schwelle durch diese Widerstdnde unter dem minimalen
Low-Wert festgelegt wird. Die Referenzspannung liegt dabei auf dem Low-Wert. Ein Riicksetzen erfolgt, indem die
Referenzspannung den High-Wert annimmt. Dadurch wird die untere Schwelle des Schmitt-Triggers so verschoben, daf sie
Giber dem maximalen Low-Wert liegt. Der Eingang des Schmitt-Triggers liegt dabei auf dem Low-Wert, Bei dieser
Dimensionierung entspricht der Eingang des Schmitt-Triggers dem SetZeingang und der Referenzspannungseingang dem
Rucksetzeingang. Je nach dem, ob der Setzeingang am nichtinvertierenden Eingang oder invertierenden Eingang des
Operationsverstarkers liegt, ist der Speicher nicht negierend oder negierend. .
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Ausfilihrungsbeispiel -

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfuhrungsbelsplel naher erlautert werden Die zugehorige Ze:chnung zeigt eine
Schmitt-Trigger-Schaltung mit einem Operationsverstérker.

- Die fiir die.Dimensionierung des Speichers giiltigen Gleichungen sind die gleichen, wie die fiir den Schmitt-Trigger. .
Flireinen nichtnegierenden Speicher gilt damit die Gleichung fiir den nichtinvertierenden Schmitt-Trigger fiir das Setzen und die
Gleichung fiir den invertierenden Schmitt-Trigger fiir das Riicksetzen. Der Eingang des Schmitt-Triggers ist dann der
Setzeingang des Speichers und liegt tiber einem Eingangswiderstand R2 am nichtinvertierenden Eingang eines
Operationsverstérkers V. Ein Riickkopplungswiderstand R3 liegt immer zwischen dem nichtinvertierenden Elngang und dem
Ausgang des Operationsverstérkers V. Der Referenzspannungseingang des Schmitt-Triggers ist in diesem Fall der ‘
Riicksetzeingang des Speichers und liegt iber einem Eingangswiderstand R 1 am invertierenden Eingang des
Operationsverstarkers V.

Die Spannung, die zum Setzen des Spelchers notwendlg ist, ist dann

—2U0L+ Unc (1 +—R—g‘)

Us=p3 R3

wobei Ug, die untere Ausgangsspannung des Operatlonsverstarkers Vund URL die Spannung am Rucksetzemgang ist, die sich
auf Low-Pegel befinden muB.
Mit2R2 = R3 = Rergibt sich:

UoL + 3UnL

U=
ST T2

Bei einer Betriebsspannung des Operatlonsverstarkers Vvon 12V ergeben sichmit 0,7V Spannungsabfall im
Operatlonsverstarker Vfir .
UOL =-11,3V
und
Um_ = 0,7V .
und die Setzspannung wird somit

Us = 6,7V.

Die zum Riicksetzen des Speichers am Setzeingang notwendige Spannung ist

R2
Uns— —Ii's—UOH"' URL“ +——)

wobei Ugy die oberekAusgangsspannung des Oberationsverstérkers Vist.
Mit der oben genannten Dimensionierung ergibt sich dann

Uonw , 3Un
| Uss > + 2

und mit .

Uoy = 11,3V
und

URL = 0,7V
ist ’

C URS = —4,6V.

Da dieser Wert unter der minimalen Low-Spénnung von OV liegt, ist ein Riicksetzen am Setzeingang nicht niéglich. Zum
Riicksetzen am Rucksetzeingang ist die Spannung '

R2 R3
= m‘ Rz Vo ol

notwendig,Wobei Ust die Spannung am Setzeingang ist, die sich auf Low-Pegel befinden muR.
Mit der oben genannten Dimensionierung ergibt sich dann '




- -3- 244244

. :
Ug = 3 (2UsL + Ugn)
und mit
) Us|_ = 0,7V
und .
. Uon=11,3V

ist dann die Riicksetzspannung
Ug =4,2V.

Die Dimensionierung des Eingangswiderstanﬂes R 1 ist unkritisch und ergibt sich aus der Parallelschaltung der beiden anderen
Widerstinde. Fiir das Ausfiihrungsbeispiel gilt dann )

R1=

w-l =




R2

R3
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